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１．概要（Summary） 

東京大学 VDEC の公開装置であるステルスダイサー

（DISCO製DFL7340）を利用して、シリコンウェハーのダ

イシングを実施した。ステルスダイサーは、従来のブレー

ドダイサーを上回る寸法精度でウェハーのチップ化ができ

る可能性がある。寸法精度には、断面平滑性とステージ

の機械的位置決め精度とが重要な因子となる。今回はカ

ット端面形状とレシピ条件との相関を調査した。 

 
２．実験（Experimental） 

今回は Si ウェハーは両面研磨の 6 インチ Si(100)500 
μmt を使用して検討を実施した。ステージ走査速度(低速

と高速)、レーザパワー(強、弱)と断面形状の相関を観察し

た。今回検討したレーザーパワーは、経験的に得られて

いる Si ウェハーの切断下限と、装置限界とを考慮して決

めた。 

 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
ステルスダイサーでカットされた Si ウエハーの断面を

SEM(S-4700)で観察した。レーザ強度「弱」に比較して

「強」でカットした断面には、10 μm オーダー領域に凹凸

が現れることがある。 

 またステージ走査速度を高速にしたときは、シリコンの改

質層以外の箇所に 10 μm オーダー領域の凹凸が現れる。

ステージ走査速度を遅くすることで、レーザの打ち込み密

度が上がり、結果として改質領域が多くなった効果があっ

たと考える。 

レーザパワーの低減とステージ走査速度の低減が断面

平滑性の向上に効果がある。 

しかし低速のステージ走査速度ではブレーキング後の

エクスパンドが必要となった。ステージ走査速度を低速化

したことで、レーザ打ち込みの隣接間距離が短くなり高温

化による再融着現象が起きたか、改質層の密な凹凸によ

りアンカー効果が発現するなどして、ブレーキングが必要

となった可能性もある。 

 今後はレーザの繰返し周波数変更による再融着低減を

検討し、ブレーキング工程廃止と断面平滑化検討する。 

また高速な走査速度の場合において、基板厚さ方向のレ

ーザ改質層領域を増やすことによる断面平滑性向上を検

討する。 
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